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１．概要（Summary） 

住友電気工業株式会社では、国立研究開発法人産業

技術総合研究所と共同で、産総研つくば西事業所 7 群

の、TIA パワーエレクトロニクス研究拠点 6 インチライン 

(以後、6 インチライン) において、炭化珪素 (以後、SiC) 

パワーデバイスの開発を行っている[1]。開発案件の 1 つ

として、オーミック電極として用いるNiを、コンタクトホール

内にのみ残すデバイス構造を検討している。コンタクトホ

ールの幅は 1~3 m程度と微細な構造である。一般的に、

微細構造はドライエッチで作られるが、Ni はドライエッチ

が難しく、一方でウェットエッチでは微細加工が困難であ

り、目的の構造ができなかった。その課題を克服するため

に、昨年度から産業技術総合研究所ナノプロセシング施

設 (以後、NPF) の高圧ジェットリフトオフ装置を利用して、

Niのリフトオフを行っている。今年度は、実際に SiCの金

属酸化膜半導体電界効果トランジスタ  (以後、

MOSFET) の試作を行った。 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

高圧ジェットリフトオフ装置 

 

【実験方法】 

6 インチラインにおける SiC MOSFET の試作工程に

おいて、SiC 基板上にコンタクトホールを形成後、リフトオ

フ用レジストを塗布して Ni を成膜し、NPF へ持ち込んで

リフトオフを行った。リフトオフ後は 6 インチラインに持ち帰

り、加工を施してMOSFET としての電気特性評価を行っ

た。リフトオフ後には光学顕微鏡および電子顕微鏡を用

いて外観評価を行い、レジスト残り及びパターン崩れの有

無を確認した。 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

 

Fig. 1 Fine pattern is obtained by lift-off 

processing. Red dot line shows contact hole 

region. 

  

Fig. 1はNi リフトオフ後の SiC MOSFET表面の光学

顕微鏡写真である。コンタクトホール内には Ni が残り、そ

れ以外の領域には Ni およびレジスト残りは見られなかっ

た。またパターン崩れもなかったため、リフトオフによりパタ

ーンが形成されたことを確認した。このサンプルに更に加

工を施し、電気特性評価を行った結果、MOSFET として

動作することを確認した。 

 

４．その他・特記事項（Others） 

[1] 産業技術総合研究所および住友電気工業株式会社 

   プレスリリース 「TIAパワーエレクトロニクス研究拠点 

6 インチ SiC新ラインが稼働開始」 2016年 11月 4日 
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